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  반도체 소자의 미세화가 진행됨에 따라 고품질의 절연막, 즉 낮은 두께에서 높은 밀도와 낮

은 누설 전류를 필요로 하게 되었다. 이를 위해 기존의 화학 기상 증착법을 이용한 절연막 증

착의 공정 압력을 낮추어 1 Pa 이하의 공정 압력에서 절연막 증착 공정이 필요로 하게 되었

다. 본 연구에서는 화학 기상 증착법을 이용하여 최저 0.1 mtorr의 극 저압에서 SiO2 절연막 

증착 공정을 구현하였고, 증착된 박막의 특성을 평가하였다. 
  Fig. 1은 공정 압력의 변화에 따른 화학 기상 증착 장비의 플라즈마 상태를 나타낸 결과이

다. 1.5 mtorr의 공정 압력 까지는 플라즈마의 상태가 균일하게 나타나지만, 그 이하의 압력에

서는 플라즈마 균일도가 떨어지는 결과가 나타났다. 이는 기존의 플라즈마 공정을 이용하여 

절연막 증착 공정이 어려움을 제시하는 결과이며, 이의 해결을 위해 새로운 형태의 플라즈마 

장치가 필요함을 시사한다. 
  Fig. 2는 각각의 공정 압력에 다른 SiO2 박막의 증착 결과를 AFM을 이용하여 측정한 결과

이다. 박막의 표면 거칠기 값은 0.9 mTorr까지는 3 nm 수준이며, 0.1 mTorr에서는 0.4 nm로 측

정되었다. 플라즈마 상태가 균일하지 않은 0.1 mTorr에서도 비교적 균일한 박막을 얻을 수 있

었으나, 높은 공정 업력에 비해 전체적인 균일도도 낮은 결과이며, 이는 플라즈마 상태를 보완

함으로서 해결 가능하다. 측정된 박막의 밀도는 2.311∼2.59 g/cm3의 수준으로 벌크 상태의 밀

도 값에 근접한 결과를 얻었으며 이는 저압에서 증착한 SiO2 박막의 품질이 높음을 시사한다. 
절연막의 증요한 특성 중 하나인 누설 전류 값은 MIM 구조를 이용하여 측정하였다. 측정된 

누설 전류 값은 10∼12 A 수준으로 기존 반도체 소자 공정에 적용 가능한 수준이다. 
  고 품질의 절연체 박막 증착을 위해서는 플라즈마 구조를 보완할 필요가 있으며, 이를 이용

하면 반도체 소자 제작에 요구되어 지는 절연막 증착이 가능할 것으로 예상된다.
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10 mTorr 5 mTorr

2 mTorr 1.5 mTorr

0.9 mTorr 0.1 mTorr

Fig. 1. 공정압력에따른플라즈마상태변화.

10 mTorr (0.387 nm) 5 mTorr (0.249 nm)

2 mTorr (0.228 nm) 1.5 mTorr (0.297 nm)

0.9 mTorr (0.232 nm) 0.1 mTorr (0.4 nm)

Fig. 2. 공정압력에따른증착된 SiO2 절연막

의 AFM 사진및표면거칠기.




